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科技部 国家发展改革委 财政部关于印发《“十三五”

国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》的通知

国科发基〔2017〕322 号 

各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局）、发展改革委、财政

厅（局），新疆生产建设兵团科技局、发展改革委、财务局，国务院各部委、各

直属机构： 

落实《国家创新驱动发展战略纲要》、《国民经济和社会发展第十三个五年

规划纲要》、《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》

和《“十三五”国家科技创新规划》的部署要求，依据《国家科技创新基地优化

整合方案》，科技部、国家发展改革委、财政部制定《“十三五”国家科技创新基

地与条件保障能力建设专项规划》。现予印发，请结合实际，贯彻落实。 

科技部 

国家发展改革委 

财政部 

2017 年 10 月 24 日 

“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划 

科技创新基地和科技基础条件保障能力是国家科技创新能力建设的重要组

成部分，是实施创新驱动发展战略的重要基础和保障，是提高国家综合竞争力

的关键。为落实《国家创新驱动发展战略纲要》、《国民经济和社会发展第十三

个五年规划纲要》、《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的

方案》和《“十三五”国家科技创新规划》的各项任务，依据《国家科技创新基

地优化整合方案》，制定本专项规划。 

一、发展现状与面临形势 

（一）现状与成效 

”十二五”以来，通过实施国家自主创新能力建设、基础研究、重大创新基

政策计划 
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地建设、科研条件发展、科技基础性工作等专项规划，建设了一批国家科研基

地和平台，科技基础条件保障能力得到加强，为推动科技进步、提升自主创新

能力、保障经济社会发展提供了重要支撑。 

    1、在孕育重大原始创新、推动学科发展和解决国家重大科学技术问题方面发

挥了主导作用 

为满足国家重大战略需求，立足世界科技前沿，推动基础研究和应用基础

研究快速发展，1984 年启动国家重点实验室计划，2000 年启动试点国家实验室

建设。“十二五”期间，新建国家重点实验室 162 个，启动青岛海洋科学与技术

试点国家实验室建设，已有国家重点实验室 481 个、试点国家实验室 7 个，覆

盖基础学科 80%以上。集聚了新增的 50%以上的中国科学院院士和 25%左右的

中国工程院院士。获国家科技奖励 569 项，包括自然科学奖一等奖的 100%、自

然科学奖二等奖的 62.5%、国家技术发明奖一等奖的 50%、国家科学技术进步

奖特等奖的 50%。中央财政给予基础研究国家科研基地稳定支持，累计投入国

家重点实验室专项经费和国家（重点）实验室引导经费 160 亿元。试点国家实

验室和国家重点实验室 6 位科学家获得国家最高科学技术奖。 

在科学前沿方面，取得了铁基超导、拓扑绝缘体与量子反常霍尔效应等一

批标志性成果，带动了量子调控、纳米研究、蛋白质、干细胞、发育生殖、全

球气候变化等领域的重大原始创新。在满足国家重大需求方面，解决了载人航

天、高性能计算、青藏铁路、油气资源高效利用、资源勘探、防灾减灾和生物

多样性保护等重大科学技术问题，带动了大型超导、精密制造和测控、超高真

空等一批高新技术发展。牵头组织实施了大亚湾反应堆中微子实验等重大国际

科技合作计划项目。 

    2、解决了一大批共性关键技术问题，推动了科技成果转化与产业化，带动了

相关产业发展 

为推动相关产业发展，促进行业共性关键技术研发和科技成果转化与产业

化，自 1991 年开始，启动实施了国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、

国家工程实验室建设，目前已建设国家工程技术研究中心 346 个、国家工程研
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究中心 131 个、国家工程实验室 217 个，在先进制造、电子信息、新材料、能

源、交通、现代农业、资源高效利用、环境保护、医药卫生等领域取得了一批

对产业影响重大、体现自主创新能力的工程化成果，突破了高性能计算机、高

速铁路、高端数控机床等一批支撑战略性新兴产业发展的共性关键技术和装

备，培育和带动了新兴产业发展。通过科技成果转移转化和技术扩散，推动了

农业、环保、水利、国土资源等行业的技术进步，加快了装备制造、冶金、纺

织等传统产业的转型升级。通过面向企业提供设备共享、检测测试、标准化、

信息检索、人才培训等服务，促进了大批科技型中小微企业的成长。 

    3、提高了科技资源有效利用，为全社会科技创新提供了重要的支撑服务 

“十二五”期间，科技部、财政部支持了 23 个国家科技基础条件平台建设运

行，涵盖科研设施和大型科学仪器、自然科技资源、科学数据、科技文献等领

域，形成了跨部门、跨区域、多层次的资源整合与共享服务体系，聚集了全国

700 多家高等院校和科研院所的相关科技资源，涵盖了 17 个国家大型科学仪器

中心、81 个野外观测研究实验台站，拥有覆盖气象、农业、地球系统、人口健

康、地震等领域 71 大类，总量超过 1.6 PB 科技数据资源，保藏的动物种质、植

物种质、微生物菌种以及标本、实验细胞等实验材料资源超过 3500 万份。科技

资源集聚效应日益显著，为开放共享打下坚实的物质基础，建设了一批有较高

知名度的科学数据中心、生物资源库（馆）。国家科技资源共享服务平台聚焦重

大需求和科技热点，已开展上百项专题服务，年均服务各级各类科技计划过万

项，为大飞机研制、青藏高原生态评估、石漠化治理、防灾减灾等重大工程和

重大科研任务提供了大量科技资源支撑和技术服务。 

    4、科技基础条件保障能力建设成效显著，为科学研究和创新活动提供重要手

段和保障 

“十二五”以来，通过实施重大科学仪器设备研制和开发专项，攻克了一批

基于新原理、新方法的重大科学仪器设备的新技术，研制了一批发现新现象、

揭示新规律、验证新原理、获取新数据的原创性科研仪器设备。攻克了一批科

研用试剂的核心单元物质、关键技术和生产工艺，研发了一批重要的科研用试
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剂。支持了重大疾病动物模型、实验动物新品种、实验动物质量监测体系等研

究。开展了应对国际单位制变革的基于量子物理基础前沿研究，计量基标准和

量传溯源体系进一步完善，国际互认能力进一步提高。 

通过生态观测、材料腐蚀试验、特殊环境与灾害研究、大气成分本地观

测、地球物理观测等 105 个国家野外科学观测研究站，开展了自然资源和生态

环境的长期观测、数据采集和科学研究，积累了大量原始野外科学数据，并广

泛应用于资源综合利用、生态环境修复、城市大气和水体污染治理、农业生产

技术模式改进、城镇化建设，取得显著的社会和经济效益。 

通过实施科技基础性工作专项，开展了土壤、湖泊、冰川、冻土、特殊生

境生物多样性等专题调查，中国北方及其毗邻地区、大湄公河地区等跨国综合

考察。在中国动物志、中国植物志和中国孢子植物志等志书编撰及中国地层立

典剖面等立典方面取得显著进展。收集了一批重要的科学数据，抢救、整编了

一批珍贵资料，促进了支撑科学研究的自然本底、志书典籍等基础性科技资料

的长期、系统、规范化采集和整编。 

经过多年的努力，国家科研基地与条件保障能力建设取得了重要进展，为

科技创新和经济社会发展提供了有力的支撑。但是，与美、德等主要发达国家

相比，我国的国家科研基地与条件保障综合实力尚有一定差距，还不能适应创

新驱动发展的新要求。目前存在的问题与不足主要表现为：（1）科研基地与科

技基础条件保障能力建设缺乏顶层设计和统筹。（2）科研基地布局存在交叉重

复，功能定位不明晰，发展不均衡，在若干新兴、交叉和重点领域布局比较薄

弱。（3）科技基础条件保障能力建设相对薄弱，为科研创新提供手段和支撑的

能力有待加强。（4）科技资源开放共享服务整体水平仍较低，为全社会科技创

新活动提供支撑服务的能力有待提高。（5）尚未完全建立多元化、多渠道、多

层次的投入机制，支持结构和方式还需要进一步完善，项目、基地、人才的统

筹协调机制还需要进一步加强。  

  （二）形势与需求 

    当前，我国正处在建设创新型国家的关键时期和深化改革开放、加快转变经
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济发展方式的攻坚阶段，创新是引领发展的第一动力，科技创新是事关国家全

局发展的核心，是打造先发优势的重要手段，是实现经济发展方式转变的根本

支撑。科技创新基地与科技基础条件保障能力建设要坚持走中国特色自主创新

道路，把科技创新和制度创新双轮驱动作为科技创新发展的根本动力，把人才

作为科技创新发展的核心要素，以国家目标和战略需求为导向，全面提升自主

创新能力。 

1、科技创新基地与科技基础条件保障能力建设已成为各国创新发展的重

要基础 

当今世界各发达国家为继续把持世界发展主导权，引领未来科学技术发展

方向，纷纷制定新的科学技术发展战略，抢占科技创新制高点，把国家科技创

新基地、重大科技基础设施和科技基础条件保障能力建设作为提升科技创新能

力的重要载体，作为吸引和集聚世界一流人才的高地，作为知识创新和科技成

果转移扩散的发源地。各国通过加强统筹规划、系统布局、明确定位，围绕国

家战略使命进行建设，稳定了一支跨学科、跨领域开展重大科学技术前沿探索

和协同创新的高水平研究队伍，不断突破重大科学前沿、攻克前沿技术难关、

开辟新的学科方向和研究领域，在国家创新体系中发挥着越来越重要的引领和

带动作用，如美国阿贡、洛斯阿拉莫斯、劳伦斯伯克利国家实验室和德国亥姆

霍兹研究中心等。 

2、科技创新基地与科技基础条件保障能力建设是国家实施创新驱动发展

战略的必然选择 

面对世界科技革命和产业变革历史性交汇、抢占未来科学技术制高点的国

际竞争日趋激烈的新形势，面对中国经济发展新常态，加快实施创新驱动发展

战略，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，推动跨领域、

跨部门、跨区域的协同创新，迫切需要优化国家科技创新基地的建设布局，加

强科技基础条件保障能力建设，推进科技资源的开放共享，夯实自主创新的物

质技术基础。 

3、科技创新基地与科技基础条件保障能力建设是我国创新生态环境建设
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的重要组成 

当今科学前沿的革命性突破、重大颠覆性技术的攻克，急需改变科研组织

模式，促进科研主体由单兵作战向协同合作创新转变，促进多学科协同、多种

先进技术手段综合运用，更加依赖高水平科技创新基地建设，更加依赖科技基

础条件保障能力和科技资源共享服务能力提升。 

目前，我国科技创新已步入以跟踪为主转向并跑、领跑和跟跑并存的新阶

段，我国与发达国家的科技实力差距主要体现在科技创新能力上，面对新的形

势和挑战，加强国家科技创新基地与条件保障能力建设对国家实施创新驱动发

展战略具有十分重要的意义。 

二、总体要求 

（一）指导思想 

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，落实全

国科技创新大会任务目标，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着

眼长远和全局，以全球视野谋划创新发展，聚焦提升原始创新、自主创新能

力，聚焦提高科技创新资源供给质量和效率，强化顶层设计，改革管理体制，

健全开放共享和协同创新机制，对科技创新基地和科技基础条件保障能力建设

进行统筹规划和系统布局，建立完善国家科技创新基地和条件保障能力体系，

全面提高国家科技创新基地与条件保障能力，为实现创新型国家建设目标，支

撑引领经济社会发展提供强大的基础支撑和条件保障。 

（二）基本原则 

顶层设计，优化布局。加强国家科技创新基地和条件保障能力体系的顶层

设计和系统布局，明确功能定位，明晰工作任务，突出重大需求和问题导向，

强化超前部署，推动国家科技创新基地与科技基础条件保障能力建设与发展。 

重点建设，持续发展。坚持总体规划与分步实施相结合，国家主导与多元

参与相结合、协调发展与分工协作相结合、工作任务与绩效考核相结合，统筹

存量与增量，推动国家科技创新基地建设，促进科技基础条件保障能力的提升。 

统筹协调，分类管理。加强国家、部门、地方科技创新基地与科技基础条件保
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障能力建设的无缝衔接、有机融合，推进分类管理、协同创新。 

创新机制，规范运行。推动国家科技创新基地与科技基础条件能力建设运

行管理机制体制和制度创新，完善评估机制，强化动态调整与有序进出。建立

与目标任务相适应的经费投入方式。建立战略专家智库，强化学术评价、咨询

服务。引入竞争机制，加强人才培养和队伍建设。 

（三）建设目标 

落实实施创新驱动发展战略要求，立足体系建设，着力解决基础研究、技

术研发、成果转化的协同创新，着力提升科技基础条件保障能力和科技资源开

放共享服务能力，夯实自主创新的物质技术基础。以国家实验室为引领，推进

国家科技创新基地建设向统筹规划、系统布局、分类管理的国家科技创新基地

体系建设转变，推进科技基础条件建设向大幅提高基础支撑能力和自我保障能

力转变，推进科技资源共享服务向大幅提高服务质量和开放程度转变。到 2020

年，形成布局合理、定位清晰、管理科学、运行高效、投入多元、动态调整、

开放共享、协同发展的国家科技创新基地与科技基础条件保障能力体系。 

——布局建设若干体现国家意志、实现国家使命、代表国家水平的国家实验

室。 

——面向前沿科学、基础科学、工程科学，推动学科发展，在优化调整的基础

上，部署建设一批国家重点实验室。统筹推进学科、省部共建、企业、军民共

建和港澳伙伴国家重点实验室建设发展。 

——面向国家重大战略任务和重点工程建设需求，在优化整合的基础上建设一

批国家工程研究中心。 

——面向国家长远发展的重大产业技术领域需求，建设若干综合性国家技术创

新中心。面向经济社会发展和产业转型升级对共性关键技术的需求，建设一批

专业性国家技术创新中心。 

——面向重大临床医学需求和产业化需要，建设一批国家临床医学研究中心。 

——面向科技创新需求，在优化调整的基础上，择优新建一批有重要影响力的

科学数据中心、生物种质和实验材料资源库（馆）。 
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——面向国家经济社会发展需求，在生态保护、资源环境、农林业资源、生物

多样性、地球物理、重大自然灾害防御等方面择优遴选建设一批国家野外科学

观测研究站。 

——面向为科学研究和创新创业提供高水平服务的需求，推动国家重大科研基

础设施布局建设，突破实验动物资源和模型、科研用试剂、计量基标准和标准

物质等一批关键技术，组织开展重要领域、区域的科学考察调查，完成一批重

要志书典籍编研。 

    三、重点任务 

围绕经济社会发展和创新社会治理、建设平安中国等国家战略需求，立足

于提升科技创新能力，按照建设发展总体要求，加强统筹规划与系统布局，明

确重点任务和目标，全面推进以国家实验室为引领的国家科技创新基地与科技

基础条件保障能力建设，为实施创新驱动发展战略提供有力的支撑和保障。 

（一）推动国家科技创新基地与科技基础条件保障能力体系建设 

根据《“十三五”国家科技创新规划》总体部署和《国家科技创新基地优化

整合方案》的具体要求，加强机制创新和分级分类管理，形成科技创新基地与

科技基础条件保障能力体系建设和科技创新活动紧密衔接、互融互通的新格

局。 

推进科学与工程研究、技术创新与成果转化、基础支撑与条件保障等三类

国家科技创新基地建设与发展。按照各类基地功能定位和深化改革发展目标要

求，进一步聚焦重点，明确定位，对现有的国家工程技术研究中心、国家工程

研究中心、国家工程实验室等进行评估梳理，逐步按照新的功能定位要求合理

归并，优化整合。国家发展改革委不再批复新建国家工程实验室，科技部不再

批复新建国家工程技术研究中心。在此基础上，严格遴选标准，严控新建规

模，择优择需部署新建一批高水平国家科技创新基地。加强机制创新，推动国

家实验室等国家科技创新基地与国家重大科技基础设施的相互衔接和紧密结

合，推动设施建设。 

科学与工程研究类基地定位于瞄准国际前沿，聚焦国家战略目标，围绕重
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大科学前沿、重大科技任务和大科学工程，开展战略性、前沿性、前瞻性、基

础性、综合性科技创新活动。主要包括国家实验室、国家重点实验室。 

技术创新与成果转化类基地定位于面向经济社会发展和创新社会治理、建

设平安中国等国家需求，开展共性关键技术和工程化技术研究，推动应用示

范、成果转化及产业化，提升国家自主创新能力和科技进步水平。主要包括国

家工程研究中心、国家技术创新中心和国家临床医学研究中心。 

基础支撑与条件保障类基地定位于为发现自然规律、获取长期野外定位观

测研究数据等科学研究工作，提供公益性、共享性、开放性基础支撑和科技资

源共享服务。主要包括国家科技资源共享服务平台、国家野外科学观测研究

站。 

以提升科技基础条件保障能力为目标，夯实科技创新的物质和条件基础。

加强重大科研基础设施、实验动物、科研试剂、计量、标准等科技基础条件建

设，有效提升高性能计算能力、科学研究实验保障能力、野外观测研究能力，

推动各类科技资源开放共享服务。 

（二）加强科学与工程研究类国家科技创新基地建设 

    1、国家实验室 

国家实验室是体现国家意志、实现国家使命、代表国家水平的战略科技力

量，是面向国际科技竞争的创新基础平台，是保障国家安全的核心支撑，是突

破型、引领型、平台型一体化的大型综合性研究基地。 

    （1）明确国家实验室使命。突破世界前沿的重大科学问题，攻克事关国家核

心竞争力和经济社会可持续发展的核心技术，率先掌握能够形成先发优势、引

领未来发展的颠覆性技术，确保国家重要安全领域技术领先、安全、自主、可

控。 

    （2）推进国家实验室建设。按照中央关于在重大创新领域组建一批国家实验

室的要求，突出国家意志和目标导向，采取统筹规划、自上而下为主的决策方

式，统筹全国优势科技资源整合组建，坚持高标准、高水平，体现引领性、唯

一性和不可替代性，成熟一个，启动一个。 
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     2、国家重点实验室 

国家重点实验室是面向前沿科学、基础科学、工程科学，推动学科发展，

提升原始创新能力，促进技术进步，开展战略性、前沿性、前瞻性基础研究、

应用基础研究等科技创新活动的国家科技创新基地。 

    （1）优化国家重点实验室布局。面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向

国家重大需求，构建定位清晰、任务明确、布局合理、开放协同、分类管理、

投入多元的国家重点实验室建设发展体系，实现布局结构优化、领域优化和区

域优化。适应大科学时代基础研究特点，在现有试点国家实验室和已形成优势

学科群基础上，组建（地名加学科名）国家研究中心，统筹学科、省部共建、

企业、军民共建和港澳伙伴国家重点实验室等建设发展。 

    （2）统筹国家重点实验室建设发展。面向学科前沿和经济社会及国家安全的

重要领域，以提升原始创新能力为目标，引领带动学科和领域发展，在科学前

沿、新兴、交叉、边缘等学科以及布局薄弱与空白学科，主要依托高等院校和

科研院所建设一批学科国家重点实验室。通过强化第三方评估，对现有学科国

家重点实验室进行全面评价，实现实验室动态优化调整。面向区域经济社会发

展战略布局，以解决区域创新驱动发展瓶颈问题为目标，提升区域创新能力和

地方基础研究能力，主要依托地方所属高等院校和科研院所建设省部共建国家

重点实验室。面向产业行业发展需求，以提升企业自主创新能力和核心竞争力

为目标，促进产业行业技术创新，启动现有企业国家重点实验室的评估考核和

优化调整，在此基础上，主要依托国家重点发展的产业行业的企业开展企业国

家重点实验室建设。按照新形势下军民融合发展的总体思路，以支撑科技强军

为目标，加强军民协同创新，会同军口相关管理部门，依托军队所属高等院校

和科研院所建设军民共建国家重点实验室。面向科学前沿和区域产业发展重点

领域，以提升港澳特区科技创新能力为目标，加强与内地实验室协同创新，主

要依托与内地国家重点实验室建立伙伴关系的港澳特区高等院校开展建设。 

    （3）探索国家重点实验室管理新机制。建立与各类实验室目标、定位相适应

的治理结构和管理制度。强化实验室主任负责制，赋予实验室选人用人和科研
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课题设定自主权。完善人才、成果评价机制，建立完善实验室人才流动、开放

课题设置、仪器设备开放共享和信息公开制度，建立目标考核评估制度。强化

依托单位法人主体责任，为实验室发展提供必要的科研手段和装备，营造良好

的学术环境，加快优秀人才的集聚和流动。 

（三）加强技术创新与成果转化类国家科技创新基地建设 

    1、国家工程研究中心 

国家工程研究中心是面向国家重大战略任务和重点工程建设需求，开展关

键技术攻关和试验研究、重大装备研制、重大科技成果工程化实验验证，突破

关键技术和核心装备制约，支撑国家重大工程建设和重点产业发展的国家科技

创新基地。 

修订新的国家工程研究中心管理办法。按照贯彻落实“放管服”改革精神和

依法行政的要求，加快研究制定国家工程研究中心相关运行管理办法和规则，

细化明确国家工程研究中心的功能定位、主要任务、布局组建程序、运行管

理、监督要求和支持政策等，优化简化审批流程，推动组建、运行和管理全过

程公开透明。着眼加强事中事后监管的需要，研究制定国家工程研究中心评价

办法及评价指标体系，引导国家工程研究中心不断提升创新能力，加速推进重

大科技成果工程化和产业化。 

优化整合现有国家工程研究中心和国家工程实验室。按新的国家工程研究

中心定位及管理办法要求，对现有国家工程研究中心和国家工程实验室进行合

理归并，对符合条件、达到评价指标要求的纳入新的国家工程研究中心序列进

行管理。规范对国家地方联合共建的工程研究中心和工程实验室优化整合与管

理，提升服务地方战略性新兴产业和优势特色产业发展的能力。 

新布局建设一批国家工程研究中心。根据经济社会发展的重大战略需求，

结合国家重点工程实施、战略性新兴产业培育等需要，依托企业、高等院校和

科研院所择优建设一批国家工程研究中心，促进产业集聚发展、创新发展。围

绕科技创新中心、综合性国家科学中心、全面创新改革试验区域等重点区域创

新发展需求，集中布局建设一批国家工程研究中心，探索国家地方联合共建的
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有效形式，引导相关地方健全区域创新体系，打造若干具有示范和带动作用的

区域性创新平台，促进重点区域加快向创新驱动转型。 

     2、国家技术创新中心 

国家技术创新中心是国家应对科技革命引发的产业变革，面向国际产业技

术创新制高点，面向重点产业行业发展需求，围绕影响国家长远发展的重大产

业行业技术领域，开展共性关键技术和产品研发、科技成果转移转化及应用示

范的国家科技创新基地。 

    （1）加快综合性国家技术创新中心建设。依托大型骨干龙头企业，结合国家

重大科技任务，以需求为导向，实施从关键技术突破到工程化、产业化的一体

化推进，构建若干战略定位高端、组织运行开放、创新资源集聚、治理结构多

元、面向全球竞争的综合性国家技术创新中心，成为重大关键技术的供给源

头、区域产业集聚发展的创新高地、成果转化与创新创业的众创平台。 

    （2）推动专业性国家技术创新中心建设与发展。围绕先进制造、现代农业、

生态环境、社会民生等重要领域发展需求，依托高等院校、科研院所和企业建

设一批专业性国家技术创新中心，开展产业行业关键共性技术研发、工艺试验

和各类规范标准制订，加快成果转化、应用示范及产业化。加强对现有国家工

程技术研究中心评估考核和多渠道优化整合，符合条件的纳入国家技术创新中

心等管理。 

    （3）完善运行管理机制。制定国家技术创新中心相关运行管理办法和规则，

实行动态调整与有序退出机制，实现国家技术创新中心的良性发展。发挥国家

技术创新中心技术和人才优势，加强协同创新，促进产学研用有机结合，推动

产业上中下游、大中小微企业的紧密合作，鼓励和引导国家技术创新中心为创

新创业提供技术支撑和服务。 

    3、国家临床医学研究中心 

国家临床医学研究中心是面向我国重大临床需求，以临床应用为导向，以

医疗机构为主体，以协同网络为支撑，开展临床研究、协同创新、学术交流、

人才培养、成果转化、推广应用的技术创新与成果转化类国家科技创新基地。 



政策计划                                                                      第三代半导体技术信息简报 2017 年第五期 

13 

 

    （1）加强国家临床医学研究中心的布局。依托相关医疗机构，在现有中心建

设的基础上，完善疾病领域和区域布局建设。探索省部共建中心的建设，引导

重大疾病领域的分中心建设，鼓励省级中心建设。推进医研企结合，打造各疾

病领域覆盖全国的网络化、集群化协同创新网络和转化推广体系。整合临床医

学资源，构建国家健康医疗大数据、样本库等临床医学公共服务平台。 

    （2）完善运行管理制度和机制。以转化应用为导向，加强考核评估，进一步

规范运行管理。建立有效整合资源、协同创新、利益分享的激励机制和高效管

理模式，建立多渠道推进中心建设的支持机制。强化依托单位主体责任，为中

心建设提供相应的人、财、物等条件保障。 

（四）加强基础支撑与条件保障类国家科技创新基地建设 

    1、国家科技资源共享服务平台 

国家科技资源共享服务平台是面向科技创新、经济社会发展和创新社会治

理、建设平安中国等需求，加强优质科技资源有机集成，提升科技资源使用效

率，为科学研究、技术进步和社会发展提供网络化、社会化科技资源共享服务

的国家科技创新基地。 

    （1）完善科技资源共享服务平台布局。根据科技资源类型，在对现有国家科

技基础条件平台进行优化调整的基础上，面向科技创新需求，新建一批具有国

际影响力的国家科学数据中心、生物种质和实验材料资源库（馆）等共享服务

平台，形成覆盖重点领域的科技资源支撑服务体系。 

    （2）推动科技资源共享服务平台建设发展。结合国家大数据战略的实施，加

强科学数据库建设，强化科学数据的汇集、更新和深度挖掘，形成一批有国际

影响力的国家科学数据中心，为国家重大战略需求提供科学数据支撑服务。加

强微生物菌种、植物种质、动物种质、基因、病毒、细胞、标准物质、科研试

剂、岩矿化石标本、实验动物、人类遗传资源等资源的收集、整理、保藏和利

用，建设一批高水平的生物种质和实验材料库（馆），提升资源保障能力和服务

水平。扩大科技文献信息资源采集范围，开展科技文献信息数字化保存、信息

挖掘、语义揭示和知识计算等方面关键共性技术研发，构建完善的国家科技文
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献信息保障服务体系。 

    （3）完善运行管理制度和机制。研究制定科技资源共享服务平台管理办法，

明晰相关部门和地方的管理职责，强化依托单位法人主体责任，建立健全与开

展基础性、公益性科技服务相适应的管理体制和运行机制，针对不同类型科技

资源特点，制定差异化的评价指标，完善平台运行服务绩效考核和后补助机

制，建立“奖优罚劣、有进有出”的动态调整机制，有效提升平台的支撑服务能

力。 

    2、国家野外科学观测研究站 

国家野外科学观测研究站是依据我国自然条件的地理分异规律，面向国家

社会经济和科技战略布局，服务于生态学、地学、农学、环境科学、材料科学

等领域发展，获取长期野外定位观测数据并开展研究工作的国家科技创新基

地。 

    （1）加强国家野外科学观测研究站建设布局。继续加强国家生态系统、材料

自然环境腐蚀、地球物理、大气本底和特殊环境等观测研究网络的建设，推进

联网观测研究和数据集成。围绕生态保护、资源环境、生物多样性、地球物

理、重大自然灾害防御等重大需求，在具有研究功能的部门台站基础上，根据

功能定位和建设运行标准，择优遴选建设一批国家野外科学观测研究站，完善

观测站点的空间布局，基本形成科学合理的国家野外科学观测研究站网络体

系。 

    （2）建立运行管理机制。制定国家野外科学观测研究站建设与运行管理办

法，建立分类评估、动态调整机制。加强野外观测研究设施建设和仪器更新，

制定科学观测标准规范，提升观测水平和数据质量。推动多站联网观测和野外

科学观测研究站功能拓展，促进协同创新和避免重复建设，保障国家野外科学

研究观测站和联网观测的高效运行。 

（五）加强科技基础条件保障能力建设 

    1、加强重大科研基础设施建设 

支持有关部门、地方依托高等院校和科研院所围绕科技创新需求共同新建
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重大科研基础设施，形成覆盖全面、形式多样的国家科研设施体系。创新体制

机制，强化科研设施与国家科技创新基地的衔接，提高成果产出质量，充分发

挥科研设施在创新驱动发展中的重要支撑作用。 

    2、加强国家质量技术基础研究 

开展新一代量子计量基准、新领域计量标准、高准确度标准物质和量值传

递扁平化等研究，开展基础通用与公益标准、产业行业共性技术标准、基础公

益和重要产业行业检验检测技术、基础和新兴领域认证认可技术等研究，研发

具有国际水平的计量、标准、检验检测和认证认可技术，突破基础性、公益性

的国家质量基础技术瓶颈，研制事关我国核心利益的国际标准，提升我国国际

互认计量测量能力，在关键领域形成全链条的“计量-标准-检验检测-认证认可”

整体技术解决方案并示范应用，实现国家质量技术基础总体水平与发达国家保

持同步。 

    3、加强实验动物资源研发与应用 

加强实验动物新品种（品系）、动物模型的研究和我国优势实验动物资源的

开发与应用，建立实验动物、动物模型的评价体系和质量追溯体系，开展动物

实验替代方法研究，保障实验动物福利。围绕人类重大疾病、新药创制等科研

需求，通过基因修饰、遗传筛选和遗传培育等手段，研发相关动物模型资源。

加强具有中国特色实验动物资源培育，重点开展灵长类、小型猪、树鼩等实验

动物资源研究，加快建立大型实验动物遗传修饰技术和模型分析技术体系。 

    4、加强科研用试剂研发和应用 

以市场需求为导向，推动以企业为主体、产学研用相结合的研发、生产与

应用的协同创新。重点围绕人口健康、资源环境以及公共安全领域需求，加强

新技术、新方法、新工艺、新材料的综合利用和关键技术研究，开发出一批重

要的具有自主知识产权的通用试剂和专用试剂，注重高端检测试剂、高纯试

剂、高附加值专有试剂的研发，加强技术标准建设，完善质量体系，提升自我

保障能力和市场占有率，增强相关产业的核心竞争力。 

（六）全面推进科技资源开放共享和高效利用 
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    1、深入推进科研设施与仪器开放共享 

全面落实《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意

见》任务要求，完善科研设施与仪器国家网络管理平台建设，建成跨部门、多

层次的网络管理服务体系。强化管理单位法人主体责任，完善开放共享的评价

考核和管理制度。以国家重大科研基础设施和大型科研仪器为重点，开展考核

评价工作，对开放效果显著的管理单位给予后补助支持。积极探索仪器设施开

放共享市场化运作新模式，培育一批从事仪器设施专业化管理与共享服务的中

介服务机构。深化科技计划项目和科技创新基地管理中新购大型科学仪器设备

购置必要性评议工作，从源头上杜绝仪器重复购置，提高科技资源配置的效

益。 

    2、强化各类国家科技创新基地对社会开放 

健全科技创新基地开放共享制度，深化科技资源开放共享的广度和深度，

把科技创新基地开放共享服务程度作为评估考核的重要指标。围绕重大科技创

新活动、重大工程建设以及大众创新、万众创业的需求，推动各类科技创新基

地开展涵盖检验检测、专家咨询、技术服务等方面的专题服务，充分发挥科技

创新基地的公共服务作用。 

    3、积极推动科学数据、生物种质和实验材料共享服务 

研究制定国家科学数据管理与开放共享办法，完善科学数据的汇交机制，

在保障知识产权的前提下推进资源共享。加强生物种质和实验材料收集、加工

和保藏的标准化，改善保管条件，提高资源存储数量和管理水平，完善开放模

式，提高服务质量和水平，为国家科技创新、重大工程建设和社会创新活动提

供支撑服务。 

（七）加强部门和地方的科技创新基地与条件保障能力建设 

    1、加强协调，明确任务分工，实现国家、部门、地方科技创新基地分层分类

管理 

各部门各地方要按照国家科技创新基地的总体布局，结合自身实际，统筹

规划，系统布局，加强建设，深化各类各层次科技创新基地的管理改革，形成
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国家、部门、地方协同发展的科技创新基地体系架构。国家科技创新基地聚焦

世界科技前沿、国民经济主战场、国家重大需求中战略性、前沿性、前瞻性的

重大科学技术问题，开展创新研究，引领我国基础研究，参与国际科技竞争，

提高我国科技水平和国际影响力。部门科技创新基地聚焦产业行业发展中的关

键共性科学问题和技术瓶颈，开展科研开发和应用研究，促进产业行业科技进

步。地方科技创新基地围绕区域经济社会发展的需求，开展区域创新研发活

动，促进地方经济社会发展。 

    2、发挥部门和地方优势，实现国家科技创新基地与部门、地方科技创新基地

的有机融合，协同发展 

 按照国家科技创新基地总体布局，充分发挥国家、部门、地方各自优势，

充分考虑产业行业和区域需求，建立国家、部门、地方科技创新基地联动机

制，加强国家对部门、地方科技创新基地的指导和支持，推动部门和地方组织

开展符合产业行业特点，体现地方特色的科技创新基地建设，实现部门、地方

科技创新基地与国家科技创新基地的协同发展，促进资源开放共享和信息的互

联互通，提升产业行业和区域创新保障能力。 

    3、大力推进部门和地方科技资源共享，构建部门和地方科技资源共享服务体

系 

各部门各地方要按照国家科技基础条件保障能力建设的总体部署，结合自

身实际，推进相关工作。支持各类重大科研基础设施建设，支持开展科研用试

剂和实验动物的研发，提高相关产业行业的核心竞争力。 

    4、探索国家、部门、地方联动的科技基础条件保障能力建设管理机制 

各部门各地方要按照国家有关要求，大力推进科研设施和仪器的开放共

享，强化科研单位在开放共享中的主体责任，建立后补助机制，形成约束与激

励并重的管理机制。推动科学数据、生物种质和实验材料等科技资源的整合，

建设和完善共享服务平台，实现与国家共享服务平台的协同发展。有条件的地

方可探索实施创新券的有效机制，增强创新券撬动科技资源共享服务能力。扶

持一批从事共享服务的中介机构，营造开放共享的社会氛围。 
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    四、保障措施 

    （一）加强统筹协调和组织实施 

各类国家科技创新基地组织实施部门要根据基地定位、目标和任务，制定

实施方案，确保规划提出各项任务落实到位。组织开展国家科技创新基地与条

件保障能力建设宏观发展战略与政策研究，前瞻部署，高效有序推进基地与条

件保障能力建设，提升基地创新能力和活力。加强基地和条件保障能力建设的

统筹协调，发挥部门和地方的积极性，形成多层次推动国家科技创新基地与科

技基础条件保障能力建设的工作格局。 

    （二）完善运行管理和评估机制 

建立国家科技创新基地与科技基础条件保障能力建设定位目标相适应的管

理制度，形成科学的组织管理模式和有效的运行机制。加强对国家科技创新基

地全过程管理，形成决策、监督、评估考核和动态调整与退出机制，建立分类

评价与考核的标准及体系。加强各类科技创新基地的监督管理，健全用户评价

监督机制，完善服务登记、跟踪和反馈制度，不断提高国家科技创新基地的运

行效率和社会效益。 

    （三）推动人才培养和队伍建设 

加强人才培养和队伍建设。建立符合国家科技创新基地与科技基础条件保

障能力建设特点的人员分类评价、考核和激励政策，开展国际化的人才评聘和

学术评价工作，吸引和聚集国际一流水平的高层次创新领军人才，培养具有国

际视野和杰出创新能力的科学家，稳定一批科技资源共享服务平台的专业咨询

与技术服务人才，为国家科技创新基地与科技基础条件保障能力建设提供各类

人才支撑。 

    （四）深化开放合作与国际交流 

在平等、互利、共赢的基础上，积极推进国际科技合作。健全合作机制，

积极开拓和吸纳国外科技资源为我所用，积极参与国际组织，争取话语权并发

挥重要作用。深化与国际一流机构的交流与合作，成为开展国际合作与交流、

聚集一流学者和培养拔尖创新人才的重要平台，具有重要影响的国际科技创新
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基地。 

    （五）完善资源配置机制 

加强绩效考核和财政支持的衔接，进一步完善国家科技创新基地分类支持

方式和稳定支持机制。科学与工程研究类、基础支撑与条件保障类基地要突出

财政稳定支持，中央财政稳定支持学科国家重点实验室运行和能力建设。技术

创新与成果转化类基地建设要充分发挥市场配置资源的决定性作用，加强政府

引导和第三方考核评估，根据考核评估情况，采用后补助等方式支持基地能力

建设。 

滕飞选摘自 

中华人民共和国科学技术部 

http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201710/t20171026_135

754.htm  

工业和信息化部关于公布 2017 年工业和信息化部重点

实验室名单的通知 

部属相关单位，部属各高校： 

依据《工业和信息化部重点实验室管理暂行办法》（工信部科〔2014〕515

号），我部组织开展了 2017 年工业和信息化部重点实验室认定工作。经评审和

公示，现将 2017 年工业和信息化部重点实验室名单予以公布（名单见附件）。 

中华人民共和国工业和信息化部 

2017年 10月 13日 

序号 实验室名称 依托单位 

1 航空气动声学工业和信息化部重点实验室 北京航空航天大学 

2 可视计算与人机智能工业和信息化部重点实验室 北京航空航天大学 

3 临空信息系统先进技术工业和信息化部重点实验室 北京航空航天大学 

4 伺服运动系统驱动与控制工业和信息化部重点实验室 北京理工大学 

5 信息智能处理与内容安全工业和信息化部重点实验室 北京理工大学 

6 航空航天轴承技术及装备工业和信息化部重点实验室 哈尔滨工业大学 

7 基因编辑系统与技术工业和信息化部重点实验室 哈尔滨工业大学 

8 空天热物理工业和信息化部重点实验室 哈尔滨工业大学 

9 工业设计与人机工效工业和信息化部重点实验室 西北工业大学 

http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201710/t20171026_135754.htm
http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201710/t20171026_135754.htm
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10 飞机电推进技术工业和信息化部重点实验室 西北工业大学 

11 智能空天电子系统技术工业和信息化部重点实验室 西北工业大学 

12 海洋信息获取与安全工业和信息化部重点实验室 哈尔滨工程大学 

13 极地装备技术工业和信息化部重点实验室 哈尔滨工程大学 

14 电磁频谱空间认知动态系统工业和信息化部重点实验室 南京航空航天大学 

15 飞行器环境控制与生命保障工业和信息化部重点实验室 南京航空航天大学 

16 高速载运设施的无损检测监控技术工业和信息化部重点实验室 南京航空航天大学 

17 社会安全信息感知与系统工业和信息化部重点实验室 南京理工大学 

18 电磁仿真与射频感知工业和信息化部重点实验室 南京理工大学 

19 先进金属与金属间化合物材料技术工业和信息化部重点实验室 南京理工大学 

20 人工智能关键技术与应用评测工业和信息化部重点实验室 中国信息通信研究院 

21 网络空间安全战略预警与决策支撑工业和信息化部重点实验室 
国家计算机网络与信息安全管理

中心 

22 工业大数据分析与集成应用工业和信息化部重点实验室 国家工业信息安全发展研究中心 

23 物联网标准与应用工业和信息化部重点实验室 中国电子技术标准化研究院 

24 机器人质量基础共性技术检测与评定工业和信息化部重点实验室 中国电子信息产业发展研究院 

 

滕飞选择自 

中华人民共和国工业和信息化部 

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146592/n3917132/n4061630/c5871783/content.html 

Gartner 发布《2017 年新兴技术成熟度曲线》 

2017 年 7 月，全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司 Gartner 发布了年度

新兴技术成熟度曲线报告。报告总结了新兴技术的三大趋势，分析了技术成熟

度曲线较 2016 年版的主要变化，列出了新兴技术的优先矩阵，并针对技术成熟

度曲线各阶段的每一项新技术进行了评析。 

一、突出的新兴技术趋势 

2017 年新兴技术最为突出的三大趋势为：无处不在的人工智能、透明化身

临其境的体验、数字化平台。（编译者注：2016年对应三大趋势为感知智能机器、

透明化身临其境的体验、平台革命） 

1、无处不在的人工智能 

未来 10 年，人工智能将成为“最具破坏性”级别的技术。这主要归因于卓越

的计算能力、近乎无穷的数据量，以及深度神经网络领域取得的空前进展。这
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些将使人们利用 AI 来处理数据，以适应新条件，解决各种新问题。 

期望在人工智能领域寻求发展机会的企业，应评估下列技术：深度学习，

深度强化学习，通用人工智能，自动驾驶，认知计算，商用无人机，对话式用

户界面，企业知识分类与本体管理（Enterprise Taxonomy and Ontology 

Management），机器学习，智能微尘，智能机器人，智能工作空间。 

2、透明化身临其境的体验 

技术发展将更加以人为本，人、企业与事物之间的关系会更加透明化。技

术的演进将更加适应工作场所、家庭以及与企业和他人互动的要求，使各方联

系更加紧密、流畅，并相互交织。 

在此领域中，值得考虑的重要技术包括：4D 打印、增强现实、脑机接口、

互联家庭、人体增强（Human Augmentation）、纳米管电子、虚拟现实，立体显

示。 

3、数字化平台 

新兴技术对基础支持环境提出了革命性要求，即大数据、先进的计算能力

和无处不在的技术生态。从分立的技术结构向生态化数字平台的转换，为新的

商业模式——搭建人与技术之间的桥梁——奠定了基础。在这些充满活力的生

态系统中，企业必须加强对基于平台的商业模式的理解，调整战略以创建相应

模式，探索平台内在和外在的构造，从而借助平台产生更多的价值。 

企业必须追踪的关键平台技术则包括：5G，数字孪生，边缘计算，区块链，

物联网平台，神经形态硬件（Neuromorphic Hardware），量子计算，无服务器

PaaS，软件定义安全。 

如图 1 所示，三大趋势中： 

 涉及透明化身临其境体验的人本技术（如智能工作空间、互联家庭、

增强现实、虚拟现实、脑机接口）是拉动另外两大趋势的前沿技术。 

 人工智能相关技术刚刚越过曲线高峰（处于狂热期），是推动透明化

身临其境体验技术发展的主要动力。 

 数字平台在曲线上处于快速上升期，其中的量子计算和区块链将在今
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后 5—10年带来变革性的影响。 

 

图 1 新兴技术趋势如何沿成熟度曲线移动 

二、2017 年版技术成熟度曲线的主要变化 

2017 年版新兴技术的成熟度曲线如图 2 所示。 

 

图 2 新兴技术的成熟度曲线，2017 年 

1、2017 年刚被纳入曲线的技术（8 项） 
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5G，通用人工智能，深度学习，深度强化学习，数字孪生，边缘技术，无

服务器 PaaS，认知计算 

2、与 2016 年相比位置发生较大改变的技术（4 项） 

区块链，商用无人机，软件定义安全，脑机接口 

3、剔除出曲线的技术（10 项） 

有些技术只在个别年份比较突出，后来就不再跟踪了，并不是因为它们不

重要，而是已经被广泛应用，不再列入“新兴技术”清单中进行研究。 

2017 年有 10 项技术被剔除出曲线，包括：802.11ax，情感计算，语境经纪，

手势控制设备，数据代理 PaaS，微数据中心，自然语言问题回答，个人分析，

智能数据发现，虚拟个人助理 

三、优先矩阵 

新兴技术具有破坏性，但其竞争优势尚未得知或者尚未得到市场检验。预

计新兴技术中的大部分会在 5—10 年后被主流采用。 

2017 年版新兴技术的优先矩阵见图 3，其中横轴为被主流采用的时间，纵

轴为技术带来的收益（从高到低分别为：变革性收益、高收益、中收益、低收

益）。 

1、2—5 年被主流采用 

无处不在的人工智能和已经发挥效能的新兴技术，例如机器学习已经提供

了广泛而显著的效益，而深度学习和商用无人机的发展带动机器学习算法的深

入进步。2—5 年主流应用的新兴技术包括： 

增强数据发现、认知专家顾问、深度学习、边缘计算、商用无人机、物联

网平台、机器学习、无服务器 PaaS、软件定义安全、虚拟现实。 

2、5—10 年被主流采用 

技术调查显示数字平台正在充分发挥作用。软件定义安全为安全策略的实

施带来速度和敏捷性，而不需要考虑用户的位置、信息或工作量。虚拟助理提

供不显眼的、无处不在的、情景感知的基于顾问的解决方案。同时数据区块链

将扩大分布式总账概念，有望改变行业经营模式。5—10年主流应用的新兴技术
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包括： 

5G、深度强化学习、数字孪生、增强现实、区块链、认知计算、互联家庭、

对话式用户界面、企业知识分类与本体管理、碳纳米管电子、神经形态硬件、

智能机器人、智能工作空间、虚拟助理。 

3、10 年后被主流采用 

量子计算将提供前所未有的计算能力。通用人工智能将无处不在，人工智

能将与外界融合，成为透明化身临其境体验和数字平台融合的关键因素。10 年

后主流应用的新兴技术有： 

4D 打印、通用人工智能、自动驾驶、脑机接口、人体增强、量子计算、智

能微尘、立体显示。 

四、技术成熟度曲线各阶段技术评析 

针对技术成熟度曲线各阶段的各项新兴技术，报告从定义、地位与采用速

度研判、用户建议、商业影响、收益等级、市场渗透率、成熟度、典型厂商 8

个方面进行了评析。 

1、上升期 

智能微尘、4D打印、通用人工智能（AGI）、深度强化学习、神经形态硬件、

人体增强 、5G、无服务器 PaaS、数字孪生、量子计算、立体显示、脑机接口、

对话式用户界面、智能工作空间。 

2、顶峰期（狂热期） 

增强数据挖掘、边缘计算、智能机器人、物联网平台、虚拟助理（VAS）、

互联家庭、深度学习、机器学习、自动驾驶、碳纳米管电子、认知计算、区块

链、商用无人机（UAV）。 

3、滑坡期（低谷期） 

专家认知顾问、企业知识分类与本体管理、软件定义安全、增强现实。 

4、爬坡期 

虚拟现实。 

关键图表： 
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图 3 新兴技术的优先度矩阵，2017年 

 

图 4 新兴技术的成熟度曲线，2016年 

表 1 技术成熟阶段解释 
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表 2 收益等级解释 

 

表 3 成熟度水平解释 

 

滕飞选摘自 

凤凰资讯 
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http://news.ifeng.com/a/20170901/51839640_0.shtml 

美国发布联邦信息技术现代化计划 

据美国联邦政府计算机网站（FCW）2017年 8月 31日报道，美国白宫已发

布联邦信息技术（IT）现代化计划，将加速云服务使用、整合网络以及优先处

理需要升级的关键应用。美国技术委员会主任克里斯·利德尔（Chris Liddell）和

白宫科技政策办公室高级政策顾问杰克·威尔默（Jack Wilmer）已确定两项高层

目标，包括一项愿景——未来联邦 IT 能充分地、安全地使用最佳商业技术；以

及一项计划——推动政府快速实现前述转型愿景。 

IT 现代化计划要求联邦机构在 30 天内详细介绍进程中和计划中的云迁移项

目。之后，将由新的董事会对这些项目进行为期 30 天的审查。新董事会由来自

联邦风险和授权管理项目的管理办公室、技术转型服务组、美国数字服务组、

美国国家安全理事会和美国国土安全部（DHS）的代表们组成。美国国家标准

与技术研究院也将在 30 天内制定一项计划，以“促进风险管理文化，将机构的

努力集中在其最有价值系统的运营绩效和合规性上”，并确定出更新关键联邦信

息安全标准的时间表。DHS 将在 60 天内向美国总务管理局（GSA）和各联邦机

构提供针对管理安全服务能力的基准配置指导，GSA 最近已对下一代企业基础

设施解决方案（EIS）电信合同提供相应资助。GSA 将在 90 天内制定一项计划，

帮助小型机构利用 EIS，并开发集中式采购功能，以管理与小型机构网络安全

相关的合同。 

IT 现代化计划的重点内容如下所示： 

1、网络现代化与整合 

在现代联邦 IT 架构中，机构应最大程度地、安全地使用云计算，并实现政

府应用程序的现代化，维护旧系统。该报告还关注了网络服务采购的整合与改

进，尽可能巩固网络安全服务管理以使之达到高标准。具体行动包括：①优先

考虑高风险高价值资产的现代化。优先考虑传统 IT 的现代化，重点是加强安全

和隐私控制；②使可信互联网连接和国家网络安全保护系统计划现代化，以实
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现云迁移；③巩固网络采购与管理。巩固和规范网络与安全服务获取，充分利

用规模经济，同时尽量减少对现有安全功能的重复投资。 

2、使用共享服务以启用未来网络架构 

具体包括：①启用商业云的使用。②加快采用云端电子邮件和协作工具。

③改进现有的并提供额外的安全共享服务。 

3、解决联邦网络 IT 现代化 

美国政府管理预算局（OMB）将通知各机构首席信息官，与首席财务官、

高级隐私官员（SAOPs）等合作，并与 OMB协商，确定哪些网络系统将优先进

行现代化，制定战略以重新分配资源。 

此外，采购改革也将是 IT 现代化的重点内容。一项实验性采购项目将创建

“虚拟街角”以供商业云电子邮件提供商相互竞争，赢取联邦消费者并降低成本。 

 

滕飞选摘自 

中国科学院信息科技战略情报 

http://mp.weixin.qq.com/s/0plcLC41qofEh9VOz54W4g 

欧盟发布面向 2018-2020 年的 H2020 ICT 工作计划 

2017 年 9 月，欧盟委员会发布了《面向 2018-2020 年的 H2020 ICT 工作计

划》草案，提出了欧洲工业数字化技术、欧洲数据基础设施、5G、下一代互联

网等技术研究领域面临的挑战和未来研发计划，这些 ICT 技术研究领域在 2018

年的总预算约为 5.14 亿欧元。本文将就一些关键技术领域的 2018 年研发计划的

主要研究内容进行简要介绍。 

1、欧洲工业数字化技术 

（1）柔性可穿戴电子：①提高制造能力：改进用于制造多功能组件的有机

和印刷电子及大面积沉积技术、面向大规模制造与大规模定制和表征的设备与

工艺；②集成技术：开发集成传感器、能量和数据存储元件、逻辑器件、显示

器、光源的新概念以及新型互联技术；③器件示范：面向特定应用的柔性和可

穿戴电子器件的原型验证。 
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（2）面向光子元件和器件的光子学制造试点线：创建光子学制造试点线，

提供基于磷化铟和硅光子的光子集成电路制造设施的开放获取，超越多项目晶

圆（MPW），为广泛的应用提供通用解决方案。 

（3）光子制造、数据通信光子学、互联照明：①实现数据通信光子产品的

自动化批量制造：示范具有成本竞争力、每秒传输速率超过 1 太比特的光收发

器的自动化制造；②互联照明：将照明基础设施与物联网相结合，展示室内定

位和宽带数据通信等可见光通信新功能；③面向快速材料加工的高效超短激光

系统：开发平均功率不小于 1 千瓦、持续时间位于纳秒到飞秒范围的超短脉冲

激光系统，以最低的热影响实现快速材料加工；④用于激光制造的调制激光束：

开发光束整形新方法，提供具有高空间和时间分辨率的最佳能量传输。 

（4）电子智能系统（ESS）：开发和验证新一代具有成本效益的 ESS 技术，

集成多模式传感、先进处理、安全无线传输等多个领域的硬件技术。在未来

ESS 技术的突破方面，将改善功耗、自主性、适应性、可靠性、真实环境中的

安全运行能力，在 ESS 中开发和集成微纳传感器和执行器系统等。在生物电子

智能系统方面，通过具有成本效益的微型化、制造和示范，提高生物电子、互

联生物电子与微纳米生物系统的技术能力。 

2、欧洲数据基础设施：高性能计算（HPC）、大数据和云计算 

（1）HPC 和大数据支撑的大规模测试床与应用：通过组合或调整 HPC、

大数据、云计算技术开发支持大数据应用和服务的大规模 HPC 工业试点测试床，

通过组合和利用相关技术优势开发面向大数据应用的大规模物联网/云计算工业

试点测试床。 

（2）大数据技术和极端分析：开发新型大数据分析方法和解决工业与社会

挑战的工程解决方案，包括收集和管理海量数据的架构、安全分布式系统协同

设计的系统工具、极端分析与深度分析及精准预测和决策支持的新方法、新型

可视化技术等。 

（3）支持数据市场和数据经济的发展：建立和运行私人数据和工业数据的

安全、可控共享平台，解决数据共享/交易中的技术、组织、法律和商业方面的
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问题。 

（4）软件技术：①利用虚拟化和软件定义基础设施潜力的集成编程模型和

技术：研究编码和数据、计算、网络资源的抽象，探索描述软件、数据和需求

的方法以提高软件应用开发技术；②利用现有代码库潜力的软件生态系统：开

发代码可重用性技术和平台，提供确保软件质量的必要机制。 

3、5G 

（1）5G 端到端设施：提供 5G 端到端设施，通过代表性网络试验验证 5G

网络关键性能指标（KPI），为垂直应用提供广泛的验证平台。 

（2）面向协同、连接、自动驾驶（CCAM）的 5G：验证 5G 在协同、连接、

自动驾驶的车联网（V2X）中的适用性，衡量蜂窝连接相对纯网状连接的优势，

为互联汽车提供更广泛的服务，支持 5G 驱动的创新商业模式。 

4、下一代互联网（NGI） 

（1）下一代互联网计划：开发一个以人为中心的互联网，支持开放、跨界

合作、包容和隐私的价值观，给予用户控制权，增强其对互联网的信任。主要

包括：①隐私和信任增强技术：将传感器、设备、人工智能算法等应用到数字

化环境中，开发强大且易用的技术，给予用户更大的数据共享控制权；②分散

化的数据治理：采用基于区块链、分布式分类账技术、开放数据的分布式开放

硬件和软件生态系统来实现；③发现和识别技术：搜索和访问大型异构数据源、

服务、传感器、设备、多媒体等，提供上下文查询和个性化信息检索，改善用

户的体验感。 

（2）交互技术：创建收集和共享新交互技术开发与使用知识、算法和工具

的平台，通过多用户交互技术增强人际互动，开发未来的交互式系统，提供高

质量的交互体验等。 

（3）人工智能：创建欧洲人工智能按需平台，开发欧洲人工智能生态系统，

汇集可用的知识、算法、工具和资源，为用户提供引人注目的解决方案。 

（4）未来超连接社会：分析和建立下一代社交媒体平台的基础，构建可信

和安全的社交媒体数据生态系统，支持新社交媒体计划，过渡到基于智能分散
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式架构的社交网络。 

（5）多语言下一代互联网：解决语言资源和可互操作的语言工具面临的技

术挑战，构建欧洲语言网络，开发面向特定领域/挑战的人类语言技术，支持数

字化单一市场中多种语言的应用。 

滕飞选摘自 

中国科学院信息科技战略情报 

中国科学院成都文献情报中心 

信息科技战略情报团队编译 

http://mp.weixin.qq.com/s/JQSx9WMlagkZGqZa1rW4Mg 
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基于 GaN 高电子迁移率晶体管的高温太赫兹探测器 

随着太赫兹技术的发展，对亚太赫兹和太赫兹范围内工作的紧凑型、高速

度和高灵敏度的探测器的需求越来越大。场效应晶体管太赫兹探测器具有灵敏

度高、响应快和可在室温下工作的优点，成为研究者关注的重点。目前世界上

已有 Si 金属氧化物半导体、GaAs 搞电子迁移率晶体管、InP HEMT 或 GaN 

HEMT 等对太赫兹辐射响应的相关研究。 

新加坡麻省理工学院联盟与技术研究中心近期制作了一种具有纳米天线结

构的，基于 GaN 高电子迁移率晶体管（HEMT）的高温 THz 检测器，可在 200

摄氏度的环境下工作。实验测试了探测器在室温和 200摄氏度、0.14THz 环境下

的工作效果，太赫兹响应度分为为 15.5 和 2.7kV/W，噪声等效功率为 0.58 和

10pW/Hz0.5。 

对比几种高温太赫兹检测的场效应晶体管和 GaN HEMT，可以看出硅

MOSFET 的响应劣化得最快。随着温度的升高，GaAs HEMTs 和 InP HEMTs 也

出现了不同速度的退化，GaN HEMT 的表现最好。在 1000℃时，GaN 中的本征

载流子浓度仅为 3.86×109cm-2，表明本征载流子浓度对 GaN HEMT 的影响很小。

考虑到 GaN 的 3.4eV 宽带隙、高通道载流子浓度以及超低本征载流子浓度，

GaN HEMT 适合于高温太赫兹检测。 

 

图 1 GaN HEMTs 

前沿研究 
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GaAs HEMT，InP HEMT 和硅 MOSFET 的归一化响应退化（ΔU（T）-ΔU

（300 K））/ΔU（300 K）。 

 

图 2 （a）GaN HEMT 太赫兹检测器的示意图；（b）GaN HEMT 太赫兹检测器的 SEM 图像

（俯视图）。 

相关研究发表在 Scientific Report，volume:7，Page:2944，Apr. 2017，题目：

High Temperature Terahertz Detectors Realized by a GaN High Electron Mobility 

Transistor。 

 

李宜展摘译自 

https://www.nature.com/articles/srep46664 

AlGaN/GaN/AlGaN 纳米膜 HEMT 应变平衡 

AlGaN/GaN HEMT 已经在大功率、射频、节能晶体管的应用中展现了可经

受恶劣环境考验的优势。但对于纳米膜（NM）形式的应用尚未得到充分的探

索和研究。其原因在于在室温非湿蚀刻条件下 III-氮化物具有化学惰性，GaN的

选择蚀刻一直是研究的难点。 

本文报道了 AlGaN/GaN NMs 和 NM 高电子迁移率晶体管（HEMT）的制造

工艺。电化学蚀刻用于单晶 AlGaN/GaN 层的切片，同时保持微结构的质量。采

用具有对称应变分布的双异质结构设计，以确保独立 NM 中的残余应变最小。

由 AlGaN/GaN 异质结构形成的二维电子气体（2DEG）的迁移率明显优于先前

报道的其他 NM。AlGaN/GaN 纳米膜 HEMT 制备过程设计是在 SiO2 和有机聚
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合物基材上完成的。NM 优异的电气特性，包括高 ON/OFF 比和跨导，表明 III-

Nitrides 纳米膜在支持高性能应用方面非常具有潜力。 

 

 

图 3 III-Nitride NM 的制备流程 

（a）NM在 n++GaN层上外延生长；（b）通过光刻和干蚀刻打孔露出 n++GaN侧壁；（c）

通过电化学蚀刻对n++GaN选择性底切蚀刻；（d）将NM与外延晶片分离，并进行完全底切；

（e）去除光致抗蚀剂并清洁 NM；（f）将独立的 NM转移到衬底上。 

相关研究发表在 Scientific Report，volume：7，6360，Jul. 2017，题目：

Strain Balanced AlGaN/GaN/AlGaN nanomembrane HEMTs。 

 

李宜展摘译自 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-06957-8 

增强氢化金刚石耐久性二维空穴气体用于互补功率逆变器 

基于宽带隙材料的互补功率场效应晶体管（FET）不仅可以提供高电压开

关能力，还可以降低导通电阻和开关损耗，还可以通过大幅度简化外部电路实

现智能逆变器系统。然而除了金刚石之外，任何宽带隙材料中都没有获得与 n

沟道 FET 相同性能的 p 沟道功率 FET。 

在这篇文章中，研究者在具有基于二维空穴气体（2DHG）的 p 沟道的金刚
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石金属氧化物半导体（MOS）FET 中获得了大于 1600V 的击穿电压。原子层沉

积（ALD）Al2O3 在氢封端（C-H）金刚石表面上形成二维引导层，同时也充当

栅极绝缘体和钝化层。高电压性能相当于现有技术的 SiC 平面 n 沟道 FET 和

AlGaN/GaN FET。导通状态下的漏极电流密度也与具有类似器件尺寸和 V-B 的

两个 FET 的漏极电流密度相当。 

  

图 4 用于功率逆变器的互补宽带隙半导体器件的系统 

其中下臂中的 n 沟道 FET 的源极电位和上臂中的 p 沟道 FET 分别固定在低

电平和高电平。这是一个几乎理想的电路，并且比当前的反相器中使用的电路

简单得多，在上臂和下臂都使用 n 沟道 FET，上臂中的源电位不是固定的，通

过开关切换控制。其他逆变器电路中需要栅极驱动电路来施加适当的栅源电压，

但在所示的互补系统中就不需要这一设置。 

相关研究发表在 Scientific Report，volume：7，42368，Feb. 2017，题目：

Durability-enhanced two-dimensional hole gas of C-H diamond surface for 

complementary power inverter applications。 

 

李宜展摘译自[2017-10-28] 

https://www.nature.com/articles/srep42368 

硅基 GaN 功率技术：器件与应用 

宽带隙氮化镓（GaN）功率电子器件具备优异的材料特性，如高电压击穿

场、高电子饱和速度、异质结 2-D 电子气（2DEG）通道中容易达到的高移动性，

成为极具潜力的下一代高效率功率转换器材料。目前，用于开发商业 GaN 功率

电子器件的主要平台是基于在大尺寸、低成本硅衬底上生长的横向异质结（例

如，AlGaN/GaN）。在 6 或 8 位硅制造设备中能够成功生产出 GaN-on-Si 功率器
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件，也降低了 GaN-on-Si 电源技术的成本。伴随着外延（EPI）增长、器件设计、

处理技术、封装技术和栅极驱动技术的快速发展，GaN-on-Si 横向异质结功率器

件正在商业化，并用于实现效率更高、更为紧凑的功率转换器。 

这篇综述文章全面介绍了 GaN-on-Si 电力电子技术的最先进的器件技术和

应用，提出了对于功率切换应用非常重要的常闭操作的几种设备技术，并讨论

了抑制动态导通电阻劣化和器件可靠性等关键问题。 

还介绍了GaN功率器件电路的成功应用案例：GaN+Si串联配置（晶体管和

二极管转化器、具有高低侧晶体管的桥式电路）、E 模式 GaN 晶体管，对比了硅

基 GaN功率器件技术与其他功率器件技术，如 Si超结 MOSFET和 SiC MOSFET，

之间的差异。 

最后探讨了成本、可靠性和易用性等 GaN-on-Si 功率器件商业化的关键问

题。在开发的早期阶段，GaN-on-Si 器件技术在导通电阻、开关速度、热性能、

芯片尺寸和成本方面表现出优异的性能，电力电子系统也在 GaN 功率半导体的

发展推动下进一步小型化。目前正在高密度集成方向进行探索，如减少寄生元

件、推进高开关频率的使用、使用片上保护以提高系统可靠性等。 

相关研究发表在 IEEE Transactions on Electron Devices，Volume：64，No.3，

March. 2017，题目：GaN-on-Si Power Technology: Devices and Applications。 

 

李宜展摘译自 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7862945/ 

 

高性能 500V 准全垂直 GaN-on-Si pn 二极管 

GaN 垂直器件受到越来越多的关注，包括给定芯片尺寸下具备较高击穿电

压（BV）和电流能力、优异的热性能，目前已有研究制得具有优异性能的垂直

GaN晶体管和二极管。但 GaN衬底成本高、直径小，限制了 GaN垂直功率器件

的商业化。因此，对低成本衬底的研究，特别是 Si 衬底上的 GaN 垂直器件，显
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得尤为重要。 

研究介绍了具有记录性能的准全垂直 GaN-on-Si pn 二极管。优化的器件结

构采用高导电（ND>1020cm-3）集电层和轻掺杂碳漂移层，获得了 0.8-1mΩ·cm 

2 的差分比导通电阻（RON）、500V 以上的击穿电压（BV）和高正向电流（〜

kA / cm 2），这种高正向电流与现有技术的 GaN-on-GaN pn 二极管相当。实验也

证明了该二极管具备高达 300°C 的 RON 和 BV 性能。 在开关条件下小反向恢复

时间为 50ns，具有快速切换的能力。Baliga’s 品质因数超过 0.32GW/cm2，GaN-

onSi 垂直器件在降低电源应用的成本方面具有巨大潜力。 

 

图 5（a）具有钝化和场板结构的准垂直 GaN-on-Si pn 二极管的横截面示意性;（b）在正

向偏压为 10V时，在 n+-GaN中具有不同载流子密度的准二极管电池的 TCAD模拟正向电流

密度（J）分布;（c）通过电化学 CV测量揭示净离子化供体/受体浓度与晶圆结构深度的函

数。在完全去除 p-GaN 层之后测量 ND轮廓，在肖特基尖端的 n-GaN中初始耗尽深度为〜

1μm。 
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图 6 全垂直 GaN-on-Si pn二极管的主要制造步骤 

将 GaN台面隔离蚀刻扩展到 Si衬底，在 p-GaN欧姆形成之后，沉积附加的

Au 层（350nm）使其能够与 Au（350nm）/Ni（200nm）涂覆的 Si（100）衬底

结合。在 300℃下热压 20 分钟完成接合。用 Ni 层保护 Si 衬底免受潜在的高能

蚀刻。在接合之后，使用基于 SF6 的等离子体的深干蚀刻系统完全去除原始 Si

（111）衬底。然后蚀刻过渡层和 SI GaN 层，至 n + -GaN 层的 N 面。然后在 n 

+ -GaN 层的顶部形成 Ti/Al 基的欧姆接触。 通过原子层沉积 20nm 的 Al2O3 钝

化层。 

相关研究发表在 IEEE Transactions on Electron Devices Vol. 38 No.2 Feb. 2017，

题目：“High-Performance 500 V Quasi- and Fully-Vertical GaN-on-Si pn Diodes” 

 

李宜展摘译自 

https://www.nature.com/articles/srep44196 
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应用实施 

英飞凌推出可提高开关速度的第六代 650V CoolSiC 肖

特基二极管 

英飞凌科技股份公司推出第六代 650V CoolSiC™肖特基二极管，是CoolSiC

二极管产品系列的最新成员。它立足于第五代产品与众不同的特性，能确保可

靠性、质量并提高效率。CoolSiC G6 二极管是对 600 V 和 650V CoolMOS™ 7 产

品系列的完美补充。它们面向当前和未来的 服务器和 PC 电源、电信设备电源

和光伏逆变器应用。 

第六代 650V CoolSiC 肖特基二极管采用全新布局以及全新专有肖特基金属

系统，内部结构也与上代产品完全不同。其结果就是树立行业标杆VF（1.25 V），

以及比上一代产品低 17%的 QcxVF 优质系数（FOM）。此外，新推出的第六代

全新二极管充分发挥碳化硅的强大特性——独立于温度的开关性能和没有反向

恢复电荷。 

该器件的设计有助于在所有负载条件下提高效率，同时提高系统功率密度。

因此，第六代 650V CoolSiC 肖特基二极管具备降低散热要求、提高系统可靠性

和极快开关速度等诸多优势。新款器件是具备最佳性价比的新一代碳化硅二极

管产品。 

CoolSiC™肖特基二极管 650V G6 是英飞凌碳化硅肖特基势垒二极管的领先

技术，充分利用碳化硅相对于硅的所有优点。英飞凌专利创新的焊接工艺结合

了紧凑型设计、薄晶圆 技术和新型肖特基金属系统。因此，该产品系列可在所

有负载条件下提高能效，这得益于同类最佳性能系数（QcxVF）CoolSiC™G6

二极管与英飞凌的 600V 和 650V CoolMOS™7 系列兼容，满足该电压范围中最

严格的应用要求。 
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表 1 650V CoolSiC 特性与优点 

 

 

 

 

 

 

 

金瑛选摘自 

英飞凌官网：https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-

news/2017/INFPMM201709-070.html；

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/sicarbide-sic/coolsic-tm-schottky-

diodes/coolsic-tm-schottky-diodes-650v-

g5/channel.html?channel=db3a3043399628450139b0536bed2187&redirId=59061 

 

ROHM 全 SiC 功率模块的产品阵容 

近年来，SiC因其优异的节能效果而在汽车和工业设备等领域的应用日益广

泛，并且市场对更大电流 SiC产品的需求越来越旺盛。为了最大限度地发挥 SiC

产品的优势--高速开关性能，尤其是功率模块这类额定电流较大的产品，需要

开发可抑制开关时浪涌电压影响的新封装。 

全球知名半导体制造商 ROHM 面向工业设备用的电源、太阳能发电功率调

节器及 UPS 等的逆变器、转换器，开发出额定 1200V 400A、600A 的全 SiC 功

率模块“BSM400D12P3G002”、“BSM600D12P3G001”。 

本产品通过 ROHM 独有的模块内部结构及散热设计优化，实现了 600A 额

定电流，由此，在工业设备用大容量电源等更大功率产品中的应用成为可能。

另外，与普通的同等额定电流的 IGBT 模块相比，开关损耗降低了 64%（芯片

温度 150℃时），这非常有助于应用的进一步节能。不仅如此，由于可高频驱动，

https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/2017/INFPMM201709-070.html
https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/2017/INFPMM201709-070.html
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/sicarbide-sic/coolsic-tm-schottky-diodes/coolsic-tm-schottky-diodes-650v-g5/channel.html?channel=db3a3043399628450139b0536bed2187&redirId=59061
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/sicarbide-sic/coolsic-tm-schottky-diodes/coolsic-tm-schottky-diodes-650v-g5/channel.html?channel=db3a3043399628450139b0536bed2187&redirId=59061
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/sicarbide-sic/coolsic-tm-schottky-diodes/coolsic-tm-schottky-diodes-650v-g5/channel.html?channel=db3a3043399628450139b0536bed2187&redirId=59061
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还有利于外围元器件和冷却系统等的小型化。例如，根据冷却机构中的损耗仿

真进行计算，与同等额定电流的 IGBT模块相比，使用 SiC模块可使水冷散热器

的体积减少 88%。 

本模块将于 2017 年 6 月开始出售样品。前期工序的生产基地为 ROHM 

Apollo Co., Ltd.（日本福冈县），后期工序的生产基地为 ROHM 总部工厂（日本

京都）。 

一、特点 

1、开关损耗大幅降低，有助于设备节能 

搭载 ROHM生产的 SiC-SBD和 SiC-MOSFET的全 SiC功率模块，与普通的

同等额定电流的 IGBT 模块相比，开关损耗降低 64%（芯片温度 150°C 时）。因

此，可降低应用的功率转换损耗，实现进一步节能。 

图 1 开关损耗/电流图 

2、高频驱动，有利于外围元器件的小型化 

PWM 逆变器驱动时的损耗仿真中，与同等额定电流的 IGBT 模块相比，相

同开关频率的损耗 5kHz 驱动时降低 30％、20kHz 驱动时降低 55％，综合损耗

显著减少。20kHz 驱动时，所需散热器尺寸可减少 88%。不仅如此，由于可高

频驱动，还有助于外围无源器件的小型化。 
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图 2 对比图 

二、实现更大电流的技术要点 

1、封装内部电感显著降低 

随着功率模块产品的额定电流越来越大，开关工作时的浪涌电压变大，因

此需要降低封装内部的电感。此次的新产品通过优化内置的 SiC 元器件配置、

内部版图及引脚结构等，内部电感比以往产品低约 23％。同时，开发了相同损

耗时的浪涌电压比以往封装低 27%的 G型新封装，从而成功实现额定电流 400A、

600A 的产品。而且，在同等浪涌电压驱动条件下，采用新封装可降低 24%的开

关损耗。 

2、封装的散热性能显著提升 

要实现额定 600A的大电流，不仅需要降低内部电感，还需要优异的散热性

能。新产品提高了对模块的散热性影响显著的底板部分的平坦性，从而使底板

和客户安装的冷却机构间的热阻减少 57％。 
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图 3 示意图 

另外，与之前的 SiC 模块产品一样，此次也推出了用来评估的驱动用栅极

驱动器板，帮助客户轻松进行产品评估。 

3、ROHM 公司 SIC 功率模块产品阵容 

ROHM 公司 SIC 功率模块的产品如下图所示，同时列出了绝对最大额定值、

电感、封装等信息。 

 

金瑛编译自 

http://www.rohm.com.cn/web/china/news-detail?news-title=2017-05-16_news_600a-sic-

power-module&defaultGroupId=false 

ADI 推出两款宽带 6GHz 模块进一步扩展 GaN 功率放

大器产品组合 

Analog Devices, Inc.(ADI)，宣布推出两款高性能氮化镓(GaN)功率放大器

(PA)模块，二者皆拥有同类产品最高的功率密度，可最大程度地缩减子系统的

尺寸和重量。HMC7885和 HMC7748宽带模块针对 2GHz至 6GHz频率范围的应

用，包括测试和测量、通信、替代行波管(TWT)、航空监控、雷达等应用领域。

这些完全集成的全固态器件扩展了 ADI 公司现有的 GaN 功率放大器系列，使用

方便，可以加快原型开发和系统设计。 

HMC7885 是一款 32W 密封混合放大器，采用密封法兰贴装封装，适合高

可靠性应用。这款混合放大器通常提供 21dB 的小信号增益和 45dBm 的饱和 RF

输出功率。该放大器采用 28V 直流电源，静态电流为 2.2A。隔直 RF 输入和输

http://www.rohm.com.cn/web/china/news-detail?news-title=2017-05-16_news_600a-sic-power-module&defaultGroupId=false
http://www.rohm.com.cn/web/china/news-detail?news-title=2017-05-16_news_600a-sic-power-module&defaultGroupId=false
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出匹配至 50Ω，使用方便。 

应用： 

➢ 测试与测量设备 

➢ 通信 

➢ 电子战(EW) 

➢ 军事 

➢ 行波管(TWT)替换产品 

➢ SATCOM 

➢ 商用和军事雷达 

图 3 原理图 1 

HMC7748是完全集成的多级功率放大器模块，具有 25W的饱和输出功率，

可接受最高−8dBm 输入，提供 60 dB 的小信号增益。它具有偏置时序控制和调

节功能，还可内部匹配至 50 ohm。该功率放大器采用 12V 电源的功耗为 0.7A，

采用 28V 电源的最大功耗为 4A。它配有使能引脚以提供关断功能，因此放大器

可在无周期供电的情况下打开和关闭。 

这些 GaN 功率放大器的性能和封装均有明显改进，适用于最高 6 GHz 的宽



应用实施                                                                   第三代半导体技术信息简报 2017 年第五期 

45 

 

带中等功率应用，同时具有当前较小的尺寸、重量和功耗(SWaP) 

应用： 

➢ 电信基础设施 

➢ 测试仪器仪表 

➢ 军事 

图 4 原理图 2 

图 5 新产品供货与封装情况 

金瑛编译自 

http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2017/4-6-2017-analog-

devices-expands-gan-power-amplifier-portfolio.html 

Qorvo® GaN-on-SiC 晶体管提高战术和公共安全电台

的效率和带宽 

移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 
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Qorvo®（纳斯达克代码：QRVO），宣布推出新的 50V GaN-on-SiC 晶体管系列，

该晶体管系列可以提高性能，增强功能，并加快任务关键型战术和公共安全电

台的开发速度。这些晶体管针对宽带应用进行过输入匹配处理，并且尺寸小巧，

可以实现尺寸更小的新一代通信设备。 

Qorvo 基础设施与国防产品部总裁 James Klein 表示：“军人和应急响应人员

必须通过多个通道进行通信，必须拥有可靠的数字、视频、GPS 等宽带访问能

力——这一切都发生在极具挑战性的条件下。我们的新型晶体管可在三个不同

功率水平下提供更高的电压，这一优势最终会转换成功能更强、容量更大、可

靠性更高的电台。” 

Qorvo 是 50V 宽带匹配 GaN-on-SiC 晶体管的唯一供应商。电压更高的晶体

管具有多种关键优势，其中包括更大的输出功率，更小的电流损耗，更高的可

靠性；系统设计中要求的此类晶体管数量也更少。另外，宽带匹配可以提高能

效，从而为特种军用和应急设备打造出优化的电路板设计。Qorvo 的最新晶体

管专门针对空间受限的任务关键型应用而设计，从军事和地面移动无线电通信，

到航空电子、测试仪表，应用非常广泛。 

新推出的 50VGaN-on-SiC 晶体管系列信息如下图所示。 

 

 

 

 

 

QPD1004： 
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QPD 1011： 

 

 

 

 

 

 

 

金瑛选编自 

http://cn.qorvo.com/newsroom/news/2017/qorvo-gan-on-sic-transistors-boost-efficiency-

and-bandwidth-of-tactical-and-public-safety-radios 

中国电子科技集团公司第十三研究所在 InAlN/GaN 

HEMT 可靠性方面取得重大进展 

中国电子科技集团公司第十三研究所专用集成电路国家级重点实验室吕元

杰团队研制的 InAlN/GaN HEMT 器件成功解决困扰其应用的栅极漏电大、可靠

性差等瓶颈问题，经国家半导体器件质量监督检验中心检验，结温（Tj）150°C

下器件平均失效时间（MTTF）达到 8.9×106 小时，这是国际在该方面的首次

报道，该结果近日被器件领域权威期刊《IEEE Electron Device Letters》接收发

表。新型 InAlN/GaN 异质结材料具有界面带隙差大和自发极化强的特点，只需

几纳米厚的超薄势垒层就能获得很高的载流子浓度，不仅可以有效地抑制器件

尺寸等比例缩小带来的短沟道效应，还能大幅降低寄生沟道电阻。此外，当 In

组分为 17%时，InAlN 势垒层与 GaN 缓冲层晶格匹配，无应力和压电极化的产

生，可大幅低晶格失配和压电极化引起的晶格缺陷，有效防止高压下逆压电效

应导致的器件失效。这些特点使得 InAlN/GaN HFET 成为实现 GaN 器件向更高

频、更大功率应用的重要候选。 
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本研究基于 three-temperature 30V 直流应力测试，评估了 InAlN / GaN 异质

结构场效应晶体管（HFET）SIC 衬底的可靠性，活化能约为 1.94eV。高功率和

高频率的优势使得 InAlN/GaN HFET 可以取代传统的 AlGaN/GaN HFET，并在

可预见的将来实现实际应用。 

相关研究发表于 IEEE Electron Device Letters，Volume:38，Issue: 5, May 

2017，题目：Reliability Assessment of InAlN/GaN HFETs With Lifetime 8.9×106 h。 

 

金瑛编译与摘译自 

http://www.p-e-china.com/neir.asp?newsid=98329 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7873255/ 
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